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جانبي شانه خازني سنج ديناميکي ميکروشتاب . مدل2 شکلجانبي خازني شانه سنج ميکروشتاب کلي . ساختار1 شکل
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 . مقادير نامي پارامترهاي سيستم1جدول 
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  g جايي نسبت به زمان تحت شتاب ورودي برابر ه. تغييرات جاب3شکل 

 

 ها نسبت به تغييرات شتاب اختلاف ظرفيت خازن . تغييرات4شکل 

 

 ها خازن صفحات ةفاصل به نسبت الکتريکي اغتشاش تغييرات. 6 شکل ها صفحات خازن ة. تغييرات اغتشاش مکانيکي نسبت به فاصل5شکل 
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 ها  صفحات خازنلة . تغييرات اغتشاش کل سيستم نسبت به فاص7شکل 

 

 ها صفحات خازن ة. تغييرات حساسيت نسبت به فاصل8شکل 

  
 معادل نسبت به تغييرات حساسيت. نمودار اغتشاش کل 10شکل  هاي نامي از پارامتر . حساسيت نسبت به تغييرات جرم محک با استفاده9شکل
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 جايي نسبت به تغييرات زمان ه. نمودار جاب11شکل 

 از مقادير بهينه استفاده با gبراي شتاب 

 پارامترهاي سيستم ة. مقادير بهين2جدول 
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 جايي نسبت به تغييرات زمان تحت شتاب ضربه ه. نمودار جاب12شکل 

 از مقادير نامي و بهينه استفاده با

 سيستم نسبت به زمان . نمودار تابع پله نيروي ورودي13شکل 

 جايي نسبت به زمان تحت شتاب ورودي پله ه. نمودار جاب14شکل 

 از مقادير نامي و بهينه استفاده با
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نوشت يپ

                                                            
1. proof mass 

2. Brownian noise equivalent of acceleration 

3. Circuit noise equivalent of acceleration 

4. Total noise equivalent of acceleration (TNEA) 


